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　　犉狅狌狀犱犪狋犻狅狀犻狋犲犿：ＴｈｅＰｈｏｔｏｖｏｌｔａｉｃＭａｊｏｒＳｃｉｅｎｃｅａｎｄＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙＰｌａｎｎｅｄＳｕｂｊｅｃｔｉｎＪｉａｎｇｘｉＰｒｏｖｉｎｃｅ（Ｎｏ．２００９ＡＺＤ１０３０１）

犉犻狉狊狋犪狌狋犺狅狉：ＬＩＵＸｉａｏｍｅｉ（１９８２－），ｆｅｍａｌｅ，Ｐｈ．Ｄｓｔｕｄｅｎｔ，ｍａｉｎｌｙｆｏｃｕｓｅｓｏｎＳｏｌａｒｐｈｏｔｏｖｏｌｔａｉｃｍａｔｅｒｉａｌｓ．Ｅｍａｉｌ：ｌ０３１４＠１６３．ｃｏｍ

犛狌狆犲狉狏犻狊狅狉（犆狅狀狋犪犮狋犪狌狋犺狅狉）：ＺＨＯＵＬａｎｇ（１９６２－），ｍａｌｅ，ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ，Ｐｈ．Ｄｄｅｇｒｅｅ，ｍａｉｎｌｙｆｏｃｕｓｅｓｏｎｓｏｌａｒｐｈｏｔｏｖｏｌｔａｉｃｍａｔｅｒｉａｌｓａｎｄｓｏｌａｒ

ｐｈｏｔｏｖｏｌｔａｉｃｄｅｖｉｃｅｓ．Ｅｍａｉｌ：ｌｚｈｏｕ＠ｎｃｕ．ｅｄｕ．ｃｎ

犚犲犮犲犻狏犲犱：Ｓｅｐ．２９，２０１４；犃犮犮犲狆狋犲犱：Ｎｏｖ．７，２０１４

犺狋狋狆：∥狑狑狑．狆犺狅狋狅狀．犪犮．犮狀

犱狅犻：１０．３７８８／ｇｚｘｂ２０１５４４０１．０１１６００２
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：１００４４２１３（２０１５）０１０１１６００２６

犜犲狓狋狌狉犲犳狅狉犇犻犪犿狅狀犱犠犻狉犲犛犪狑狀犕狌犾狋犻犮狉狔狊狋犪犾犾犻狀犲犛犻犾犻犮狅狀犠犪犳犲狉狊犫狔犪

犞犪狆狅狉犈狋犮犺犻狀犵犕犲狋犺狅犱

ＬＩＵＸｉａｏｍｅｉ，ＣＨＥＮ Ｗｅｎｈａｏ，ＬＩＭｉａｏ，ＺＨＯＵＬａｎｇ
（犛犮犺狅狅犾狅犳犘犺狅狋狅狏狅犾狋犪犻犮狊，犖犪狀犮犺犪狀犵犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔，犖犪狀犮犺犪狀犵３３００３１，犆犺犻狀犪）

犃犫狊狋狉犪犮狋：ＶａｐｏｒＥｔｃｈｉｎｇ（ＶＥ）ｗａｓｕｓｅｄｔｏｅｔｃｈｄｉａｍｏｎｄｗｉｒｅｓａｗｎｍｃｓｉｌｉｃｏｎｗａｆｅｒｓ．Ｔｈｅｖａｐｏｒｗａｓ

ｇｅｎｅｒａｔｅｄｆｒｏｍｈｅａｔｉｎｇｔｈｅａｃｉｄｍｉｘｔｕｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎｏｆＨＦＨＮＯ３ｉｎｔｈｅｖｏｌｕｍｅｒａｔｉｏｏｆ１：３（ｔｈｅｔｏｔａｌ

ｖｏｌｕｍｅｏｆｔｈｅｓｏｌｕｔｉｏｎｉｓ４００ｍＬ）ａｔ９０℃．Ｔｈｅｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｅｄｔｈａｔｅｔｃｈｉｎｇｆｏｒ１５ｍｉｎｕｔｅｓ，ｓａｗｍａｒｋｓ

ｃａｎｂｅｒｅｍｏｖｅｄａｎｄｌｏｔｓｏｆｓｍａｌｌｃｏｒｒｏｓｉｏｎｐｉｔｓｗｈｉｃｈａｐｐｅａｒｅｄｉｎｂｉｇｃｏｒｒｏｓｉｏｎｐｉｔｓｗｅｒｅｄｅｎｓｅｌｙｃｏｖｅｒｅｄ

ｗｉｔｈｓｉｌｉｃｏｎｗａｆｅｒｓｕｒｆａｃｅ，ｔｈｅａｖｅｒａｇｅｓｉｚｅｏｆｔｈｅｃｏｒｒｏｓｉｏｎｐｉｔｓｗａｓａｂｏｕｔ１μｍ，ｗｈｉｌｅｔｈａｔｂｙｗｅｔａｃｉｄ

ｅｔｃｈｗａｓｏｖｅｒ１０μｍ．ＴｈｅｗａｆｅｒｓｕｒｆａｃｅｒｏｕｇｈｎｅｓｓｗｉｔｈＶＥｍｅｔｈｏｄｉｓａｃｔｕａｌｌｙ３ｔｉｍｅｓｈｉｇｈｅｒｔｈａｎｔｈａｔ

ｗｉｔｈｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌｗｅｔａｃｉｄｅｔｃｈｉｎｇｍｅｔｈｏｄ．ＴｈｅｅｆｆｅｃｔｏｆＶＥｉｓｏｂｖｉｏｕｓａｎｄｔｈｅｒｅｆｌｅｃｔｉｖｉｔｙｉｓｌｏｗｔｏ

１２．１１％．

犓犲狔狑狅狉犱狊：Ｍｕｌｔｉｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅｓｉｌｉｃｏｎ；Ｖａｐｏｒｅｔｃｈｉｎｇ；Ｄｉａｍｏｎｄｗｉｒｅｓａｗ；Ｓａｗ ｍａｒｋｓ；Ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｉｔｙ；

Ｔｅｘｔｕｒｉｚａｔｉｏｎ

犗犆犐犛犆狅犱犲狊：１６０．０１６０；１６０，２１００；６４０．６０４０

０　犐狀狋狉狅犱狌犮狋犻狅狀

ＤｉａｍｏｎｄＷｉｒｅＳａｗｓ（ＤＷＳ）ａｒｅｗｉｄｅｌｙｕｓｅｄｉｎ

ｃｕｔｔｉｎｇｈａｒｄｂｒｉｔｔｌｅｍａｔｅｒｉａｌｓ．ＴｈｅＤＷＳｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

ｈａｓｂｅｅｎｇｒａｄｕａｌｌｙｒｅｐｌａｃｉｎｇｔｈｅｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌＳｌｕｒｒｙ

ＷｉｒｅＳａｗ（ＳＷＳ）ｉｎｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｓｉｌｉｃｏｎｗａｆｅｒｓｆｏｒｓｏｌａｒ

ｃｅｌｌｓ．Ｄｉａｍｏｎｄｗｉｒｅｓａｗｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｈａｓｔｈｅａｄｖａｎｔａｇｅｓ

ｏｖｅｒｔｈｅＳＷＳｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｉｎｃｌｕｄｉｎｇｈｉｇｈｅｒｐｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙ，

ｈｉｇｈｅｒｐｒｅｃｉｓｉｏｎｅｎａｂｌｉｎｇｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｏｆｔｈｉｎｎｅｒｗａｆｅｒｓ，

ｌｅｓｓｐｏｌｌｕｔｉｏｎａｎｄｌｅｓｓｓｕｒｆａｃｅｍｅｃｈａｎｉｃａｌｄａｍａｇｅｓ
［１６］
．

Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｈｅｂｉｇｇｅｓｔｄｒａｗｂａｃｋｏｆＤＷＳｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙｉｓ

ｔｈａｔｔｈｅｒｅａｒｅｌｏｔｓｏｆｐａｒａｌｌｅｌｓａｗｍａｒｋｓｏｎｔｈｅｗａｆｅｒ

ｓｕｒｆａｃｅ．ＴｈｅＤＷＳｓｉｌｉｃｏｎｗａｆｅｒｓｔｈｕｓｄｉｓｐｌａｙａｓｈｉｎｙ

ｓｕｒｆａｃｅ，ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｉｔｙｏｆｗｈｉｃｈｉｓｏｖｅｒ３４％ａｎｄｆｏｕｎｄｔｏ

ｂｅ７％ ～１０％ ｒｅｌａｔｉｖｅｌｙ ｈｉｇｈｅｒｔｈａｎｔｈａｔｏｆｔｈｅ

ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌＳＷＳｗａｆｅｒｓ．

Ｓｕｒｆａｃｅ ｔｅｘｔｕｒｅ ｉｓ ａｎ ｉｍｐｏｒｔａｎｔ ｐｒｏｃｅｓｓ ｆｏｒ

ｆａｂｒｉｃａｔｉｏｎｏｆｍｃｓｉｌｉｃｏｎｓｏｌａｒｃｅｌｌ．Ａｔｅｘｔｕｒｅｄｓｕｒｆａｃｅ

１２００６１１０
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ｍｉｎｉｍｉｚｅｓｔｈｅｒｅｆｌｅｃｔｅｄｌｉｇｈｔｏｆｔｈｅｆｒｏｎｔｓｕｒｆａｃｅａｎｄ

ｔｈｅｎｉｎｃｒｅａｓｅｓｔｈｅｏｐｔｉｃａｌｐａｔｈｌｅｎｇｔｈｏｆｔｈｅｉｎｃｉｄｅｎｔ

ｌｉｇｈｔｏｆｓｈｏｒｔｅｒｗａｖｅｌｅｎｇｔｈｓｂｙａｎｏｂｌｉｑｕｅｔｒａｊｅｃｔｏｒｙ

ｗｉｔｈｉｎｔｈｅｓｏｌａｒｃｅｌｌａｎｄｔｈｅａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｏｆｌｉｇｈｔｃｌｏｓｅｒ

ｔｏｔｈｅｊｕｎｃｔｉｏｎ
［７９］
．ＴｈｅＤＷＳｍｏｎｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅｓｉｌｉｃｏｎ

ｗａｆｅｒｃａｎｕｓｅｔｈｅｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌａｌｋａｌｉｎｅｅｔｃｈｉｎｇｔｏ

ａｃｈｉｅｖｅｔｈｅｓａｍｅｌｏｗ ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｉｔｙａｓＳＷＳ ｗａｆｅｒｓ．

Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｃｏｎｖｅｎｔｉｏｎａｌｗｅｔａｃｉｄｔｅｘｔｕｒｅｄｆｏｒＳＷＳｍｃ

ｓｉｌｉｃｏｎ ｗａｆｅｒｓｄｏｅｓｎｏｔｗｏｒｋ ｗｉｔｈ ＤＷＳ ｍｃｓｉｌｉｃｏｎ

ｗａｆｅｒｓ
［１０］，ａｎｄｆｕｒｔｈｅｒａｔｔｅｍｐｔｓｗｉｔｈａｗｉｄｅｒａｎｇｅｏｆ

ＨＦＨＮＯ３Ｈ２Ｏｒａｔｉｏｉｎｔｈｅａｃｉｄｒｅｃｉｐｅｓｈａｖｅａｌｌｆａｉｌｅｄ

ｔｏ ｒｅｄｕｃｅ ｔｈｅ ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｉｔｙ ｔｏ ａ ｓａｔｉｓｆａｃｔｏｒｉｌｙ ｌｏｗ

ｌｅｖｅｌ
［１１１２］，ａｎｄｔｈｅｓａｗｍａｒｋｓｇｅｎｅｒａｔｅｄｂｙｔｈｅＤＷＳ

ｐｒｏｃｅｓｓｃａｎｎｏｔｂｅｒｅｍｏｖｅｄ．Ｉｔｗａｓｍｏｒｅｄｉｆｆｉｃｕｌｔｔｏ

ｅｔｃｈＤＷＳｍｃｓｉｌｉｃｏｎｗａｆｅｒｓ，ｂｅｃａｕｓｅａｔｈｉｎａｍｏｒｐｈｏｕｓ

ｓｉｌｉｃｏｎｌａｙｅｒｅｘｉｓｔｓｏｎｓｕｒｆａｃｅｓｏｆｔｈｅｓｍｏｏｔｈｇｒｏｏｖｅｓ

ｃｏｍｐａｒｅｄｗｉｔｈＳＷＳｗａｆｅｒｓ
［１３］，ｗｈｉｃｈｃａｎｒｅｓｔｒａｉｎｔｈｅ

ｒａｔｅ ｏｆ ｗｅｔ ａｃｉｄ ｔｅｘｔｕｒｅｄ． Ａｓｃｕｔ ｓｉｌｉｃｏｎ ｗａｆｅｒ

ｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓｈａｖｅａｓｉｇｎｉｆｉｃａｎｔｉｍｐａｃｔｏｎｔｈｅｅｖｏｌｕｔｉｏｎｏｆ

ｔｈｅ ｗａｆｅｒｓｕｒｆａｃｅ ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙｄｕｒｉｎｇｔｈｅ ｗｅｔａｃｉｄ

ｔｅｘｔｕｒｅｄ
［１２］
．Ｔｈｅｉｎｉｔｉａｌｄａｍａｇｅｐｌａｃｅｓｄｅｃｉｄｅｔｈｅｓｉｔｅｓ

ｗｈｅｒｅｔｈｅｅｔｃｈｉｎｇｐｒｅｆｅｒｅｎｔｉａｌｌｙｏｃｃｕｒｓａｎｄａｆｆｅｃｔｓｔｈｅ

ｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙｏｆｔｈｅｅｔｃｈｅｄｓｕｒｆａｃｅ．Ｔｈｅｄａｍａｇｅａｒｅａｓｏｆ

ＤＷＳｓｉｌｉｃｏｎｗａｆｅｒｓｄｉｓｐｌａｙｓａｌｏｎｇｔｈｅｓａｗｍａｒｋｓｉｎｔｏａ

ｂａｎｄｉｎｇｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ，ｈａｖｉｎｇｔｈｅａｎｉｓｏｔｒｏｐｉｃｆｅａｔｕｒｅｓ

ａｎｄｍａｉｎｌｙｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｉｎｔｈｅｖａｌｌｅｙｏｆｔｈｅｓａｗｍａｒｋｓ．

Ｗｈｉｌｅｔｈｅｔｈｉｎａｍｏｒｐｈｏｕｓｓｉｌｉｃｏｎｌａｙｅｒｅｘｉｔｓｉｎｔｈｅ

ｒａｉｓｅｄｐｏｒｔｉｏｎｏｆｔｈｅｓａｗ ｍａｒｋｓ
［６］
．Ａｌｌｔｈｉｓｒｅｓｕｌｔｉｎ

ｏｂｔａｉｎｉｎｇｂａｄｔｅｘｔｕｒｅｗｉｔｈｈｉｇｈｒｅｆｌｅｃｔｉｖｉｔｙａｎｄｗｉｔｈ

ｓａｗｍａｒｋｓｂｙｕｓｉｎｇｗｅｔａｃｉｄｔｅｘｔｕｒｅｄ
［１４］
．

Ｓａｎｄ ｂｌａｓｔｉｎｇ ｗａｓ ｐｒｏｐｏｓｅｄ ｔｏ ｄｅｃｒｅａｓｅ ｔｈｅ

ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｉｔｙｔｏｍｅｅｔｔｈｅｎｅｅｄｏｆｐｈｏｔｏｖｏｌｔａｉｃｉｎｄｕｓｔｒｙ

ａｎｄｒｅｍｏｖｅｔｈｅｓａｗｍａｒｋｓｏｆＤＷＳｍｃｓｉｌｉｃｏｎｗａｆｅｒｓ，

ａｓａｐｒｅｔｒｅａｔｍｅｎｔｂｅｆｏｒｅｗｅｔａｃｉｄｔｅｘｔｕｒｅｄ
［１５］
．Ｔｈｉｓ
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ｔｅｘｔｕｒｅｄｓｕｒｆａｃｅｓｏｆＤＷＳｍｃｓｉｌｉｃｏｎｗａｆｅｒｓｈａｖｅｂｅｅｎ

ｏｂｔａｉｎｅｄ． Ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｒｅｐｏｒｔｓ ｔｈｅ ｍｅｔｈｏｄ，

ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎａｎｄ ｄｉｓｃｕｓｓｉｏｎ ｏｎｔｈｅ ｍｅｃｈａｎｉｓｍｓ

ｉｎｖｏｌｖｅｄｉｎｔｈｅＶＥｔｅｘｔｕｒｅｄｏｆＤＷＳｍｃｓｉｌｉｃｏｎｗａｆｅｒｓ．

１　犈狓狆犲狉犻犿犲狀狋犪犾犿犲狋犺狅犱狊

ＤＷＳｐｔｙｐｅｍｃｓｉｌｉｃｏｎｗａｆｅｒｓｏｆ１９０～２１０μｍ

ｔｈｉｃｋ，ａｎｄ１５６×１５６ ｍｍ２ ｉｎｓｉｚｅ，ｐｒｏｖｉｄｅｄｂｙａ
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ａｎｄｕｓｅｄｉｎｔｈｅｐｒｅｓｅｎｔｓｔｕｄｙ．

Ｆｉｇ．１ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｓｔｈｅｓｉｍｐｌｅａｎｄｌｏｗｃｏｓｔｓｅｔｕｐｏｆ

ｔｈｅＶＥｔｅｘｔｕｒｅｄｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓ．Ｔｈｉｓｓｅｔｕｐｉｓｃｏｍｐｏｓｅｄ
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Ｒａ／μｍ Ｒｚ／μｍ Ｒａ／μｍ Ｒｚ／μｍ

１ ０．３１ １．８１ １．２３ ６．２

２ ０．３６ １．４５ １．５６ ７．５８

３ ０．２９ １．６３ １．４８ ７．３１

４ ０．３７ １．８４ １．４９ ８．３８

５ ０．２８ １．６７ １．３９ ７．５７
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